S INSTYTUT TECHNOLOGIH ELEKTRONOWEJ

DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA CQYP 43

Dioda eiektrdluminescencyjna z GaAs/GaAlAs ﬁykdnana zostata
technikg wielowarétwowej epitaksji w zahermeﬁyéowanej obu-
dowie metalowo-—szklanej, Obszar emisji promienidwania Uusy=
tuowano centrycznie . wzglgdem Scianek obudowy.

Dicda stanowi element czynny w zXgczu nadajnikowym przystoso-
-wanym do wielokrotnego Xgczenia ze Swiattowodem o srednicy

rdzenia ¢r = 200 /it

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Prgd przewodzenia = I i | 300. mA
Napigcie,wéteczne .-' Up s e ‘_ v
Temperatura obudowy e =402 +55 - °c
Temperatura przechowywania tstg : =40 4”;70 ¢

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA




PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

] : Wartosdé Warunki
Nazwa parametru Symb01Iedn§ TENETNE TS Somiary
Moc promieniowania mW 2125 - IF = 100 mA.
Napiecie przewodzenia v -11,8 |2,5 IF = 100 mA
Dtugoéé fali odpowia- : :
dajaca maksimum charak- nm 800 -~ [900 g = 100 mi
terystyki widmowej '
Szerokos$é poxdwkowa AXg g nm - | 40 50 F= 100 mA
widma promieniowania 2 : .
Prad wsteczny /uA -| = |100 R = 2V
NiewspétosiowosSé obszad . e :
ru emisji wzgledem o - [ 50 |100
Scianek bocznych obudos
wy
= 5,8 e
; +0,005
-EROT % —
v ey
7 | 77 ’Q:EE S 3
e =]
1 1 +!
A &
5 \
A
. :
Hg
B
Y
| 250,05
55 =

Rys. 1, Obudowa CQYP'43
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Rys. 2, Charakterystyka prado-  Rys, 3, Zalezno$é dopuszczal-
wo-napieciowa nego pradu przewodzenia od tem-
peratury obudowy
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Rys. 4. Charakterystyka moCowWo- Rys, 5. Wzgledny widmowy roz-
pradowa k¥ad mocy promieniowania



INSTYTUT TECHNOIDCII ELEKTRONOWEJ

Al, Lotnikéw 32/46
02-668 Warszawa

tel, 43=54-01

tix 815647 Druk ZOINTE ITE zam.llg/ B8 1,200

Cena 40 z%
: PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEZONE



